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【手続補正書】
【提出日】平成30年3月12日(2018.3.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　半導体基体の製造方法においては、バッファ層２５を形成する工程において、初期層１
３が形成された後にアクセプタ元素の最大値が５×１０１７～５×１０２０／ｃｍ３とな
るようにアクセプタ元素のドーピングを開始する。具体的には、積層体１４のＭＯＣＶＤ
法による形成を開始する際に、Ｃｐ２Ｆｅ（ビスシクロペンタジエニル鉄）等のアクセプ
タ元素のドーピングガスの添加を開始することができる。
　このように、バッファ層２５を形成する工程において初期層が形成された後にアクセプ
タ元素のドーピングを開始することで、高い縦方向耐圧を維持しつつ、高いピット抑制効
果を得ることができる。
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